&Hle
!Sng.\.l:!c[!! Electronics for the Future

FEEBGEERS
HY—>4 INR—33> 8=
FEEERGERIRDE -T2\ —T CERBEER

[REASTSHNA > TSDREEE ]
[(FAFRRFEIER 1 1R EA/ND —FE4T ) ARSI F

20254 10H30H

EEJTO>1I8NE 81> FRHESIC MOSFETORIF
ESyiE=p  O—- LAkttt

KFZ  AEREF AR B =e

WEFKRES 0053959



BRWRS BRAEEEAR RS
1 fitgH) - BEE Y ERE MU TN SORFER R IBL

| sicEgoxs i | soRsEL
_ m SiCETotal p

I  — B REERHHEL TS EDD.
MHERE AP0 e mmnmsiANORSICZERL

iZOEFEIBEICKD. FRF(IEULD—FZWS
- SICIRRBEMAIN-ICBIIEZBEVEEN—-ADIIT (T
Ha-JI7 A p. O HERULTHED, FY25T19%
« HROEM/TierlMIZ5 LML EHT, hiZE NI YT 7E2EEY
s BRINEEARICN T IEEDSFODIEETE
« FY27THhDHEARF(LZHIET
p « £EIERZ FIFOD. BECEDETEEZEA
« RO—ES1-VDFHAL U1 KT, Bambfliz (53

2025F3AHREHRASERLD

400

300

200

c]H'
X
O

100

. 5Gl—x|!§®f'aﬂ%15— R7YIOT. DI IEREZ IS
« R TIBCTFY250(I81 > F 51> DIEERT T
332l O O ZIEEE — TIZTFY2605T )\ ADAEFERKIA
« EARANEULIC LD I MBI S EE A

FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 © ROHM Co., Ltd. P.1

-




ddinl

SRR . A TEREBIR-RT33Z>)
RACICLBDEENEET /A ADTEETERZ)—F
20253 ARPRE AL AL

| Fv2s5~270%5t0Em | =5ttt Bt 7\ 0BT IRRICHES

(2023%55) , OUVIEH B SR TAETTE 30%ER

S - ey Py BUFVIERET. EARBR19%* Py
1,500

>|_

JAAMIYY BIUERREROLES, FvIHEiER 16%*Hli

*RANMT—R ED1-)VIEEECSD

@ SiC MOSFET BFO—RYvY

551-5&-“]511% o 8inchT 31 U1&5E
O T e = S| 300k
FORETE N % (5th ) seiTamilis> TV iRt
O W= -
= 30%‘**‘”*]( RCON T
AREEE ’0’
A ’0.
@ -81>F 000 Yo >0
B e . - RRTNA ARFEDONE (FEHIT DRFE)
2025% JL/\BHEDE RIS e e o e

20264 T )\A ADLEERIE



SiCHile

RS - BREEHE RIS E SR IETI
(AYGAWESE SCLv. N B W

Hm-U—-EXAZREHID

Jdhnl

e

Alh/ILK

= BRI 2RAUGE

ESXZAETIOME (Rm.

H—EXAMMERMS - IS EDTTE) TR FESTEID B 14

o SICT/\AADEBGRTHH
- TRILVEEEAEH
- SiICYY1—23 8Tt

o —BEE. AFECLIME
- SIC—EBEERHIZEHG
- BHHEECLIEEREL
- BHEEOMBER
- MRS OIRA MR

o SMHEESICICLBEHEEN
- BE. IKRNE
- CO2BHHEHIRICTES
- /NEUETEMAER SR

O0—LADKRtH{KModulefeash CBRDEZBEZIRIT
IRIGBT Modulet[BE&MigH EZ

R TO—ADH(SiCeHily - mE - RIGE TEAL)

SiICXIAHATEARE
— B S EAT =AYV I1-S3URE T Y ER4BE

5 I-?;nRH'I'J_C/;%gEéo
. | | | O—A@I7KiirRI

L SIC MOS, SiC SBD - [4aEZERIME

' IGBT, Modules
ROHM Discretes { }

T Gate-driver Transistor 81 > FEAR TIRAMAE.

i il plode EREIEIEIIVERE
l, 1 Etc.

SICOT)\05)\WT—2FTO
—B4ECLDImERIEL
R EHAAS]

O IA ZDEHFENEICLST
BEFROTIVT—33%2IBEE U
V1-33RE

FFIZ AN -5 -3vT']

~F

RERT A RFEFET

Ron{Kimiz <18
[EEEY - -2V |

S 2450ERK @

© ROHM Co., Ltd. P.3



ddinl

BILHES - BEESTE, BEER-RAD23=>)
B E D EF COSICT /A ARG

Iml

2025F3AHREHRASERLD

| BmmoEMADv-smsicTamARR | Evi-esracLsEMmEEE  (FcoSiC

O—-LAAECED
21— INBICLBRE M 7Y T T, £FES 17 7V INETB,
B OEM#Y 274N/ —K 50%

. B#( >~/\—4~M[ElF TRCDRIVE pack

EHEENHALLL.5E
m 27 IRAOEMiE ;'f'z.,’rzo*:t \ 20244 BFELERIA, FHA I A ES

.|M|

FY23 FY24 FY25 FY26 FY27

m SICEA M N-4 25&Emigsry 19% (BEvasin-2)

POWER BOX (JX\O—%31-)l+58%128)
3 (> )\=AEFTTH1>04> (DW) ESES
THMIMEL b BER DRSS SRR AR (C R

OBC. &I VYHADE-IRES 1)
'BREAYLK

2025F £057/\wi—HSDIP20 TOEEZMia

%2025%F BEVERMSHEM LIRFEFEDOEMITISR © ROHM Co., Ltd. P.4
*TRCDRIVE pack & U EcoSiC (&, - AR ESHOEIZF(IBREIETY,



LML BHETE REGR - RD2372)
BEVERA >N\ =S5 SN DSICERADILND

2025F3AHREHRASERLD

eVTOL . S = (C LA Dt A AI'U‘—}\“_
INELBRERAL A NSRRI SHEEDBYHORD, 7
ol s T e Nt — 5> —OBLEN
25ENSERAEE HHRIA N T HVDC/LENSICHEEE
YN\ — Y V4 e =S —
PHEV ERAZN=5F KBHA Y N— T BB AT s
J\wF)—F2OENNCHV, SICEERMNE =EF1500V DCI AT ADE ALK
L#CDW 25D SRELRRIA oKV SIC MOSFETA#ERS
~ “_
"= — S

3t TDW 265FNhS == Hfaikin

© ROHM Co., Ltd. P.5



	スライド 0: 産業構造審議会 グリーンイノベーション部会 産業構造転換分野ワーキンググループ　ご説明資料
	スライド 1: 事業戦略・事業計画／経営資源・ポジショニング 技術的・経済的課題及びそれらの解決見通し
	スライド 2: 事業戦略・事業計画／経営資源・ポジショニング 大口径化による生産性とデバイスの先進性で業界をリード
	スライド 3: 事業戦略・事業計画／提供価値・ビジネスモデル SiC技術を用いてパワー半導体ソリューション製品・サービスを提供する事業を創出/拡大
	スライド 4: 事業戦略・事業計画／経営資源・ポジショニング 車載分野でのSiCデバイス採用実績
	スライド 5: 事業戦略・事業計画／経営資源・ポジショニング BEV主機インバータ市場以外へのSiC採用の拡がり

